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Resumen: Simulacion y estudio de las propiedades de escalado de los transistores
con longitud de canal por debajo de 10 nm. A partir de este tamafio son notables los
efectos de canal corto incluso para estructuras confinadas como FinFETs o nanosheets,
cobran mayor importancia los efectos cuanticos no deseados en el funcionamiento del
transistor y se produce una pérdida del control del canal por efectos adversos. Se
realiza para ello una simulacion de los dispositivos por medio de un simulador Monte
Carlo, cuyos resultados son utilizados en un codigo desarrollado en este trabajo que
obtiene valores numéricos para la corriente producida por efecto tinel, mostrando
que esta puede llegar a ser el 65% de la corriente total de drenador. De esta forma, se
comparan dispositivos basados en nanowire y nanosheets con el fin de dar una vision
general respecto a la miniaturizacion y se analiza como afectan los cambios en las
dimensiones de los dispositivos y la influencia que el efecto tunel tiene en estos. Se
obtienen resultados interesantes para el futuro de estos transistores como valores
pequenos de tension umbral (Vy, = 0.29 V), pero con un aumento de las corrientes de
fuga (Iopr = 7.12 - 107°A) y valores de subthreshold swing que se alejan de la idealidad.
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Abstract: Simulation and study of the scaling properties of transistors with channel
lengths below 10 nm. From this size onwards, short-channel effects are notable even
for confined structures such as FinFETs or nanosheets, unwanted quantum effects
become more important in the operation of the transistor and a loss of control of the
channel due to adverse effects occurs. A simulation of the devices is carried out using
a Monte Carlo simulator, the results of which are used in a code developed in this
work that obtains numerical values for the current produced by the tunnel effect,
showing that this can be up to 65% of the total drain current. In this way, devices
based on nanowire and nanosheets are compared in order to give an overview of
miniaturisation and to analyse how changes in the dimensions of the devices and the
influence that the tunnel effect has on them affect them. Interesting results for the
tuture of these transistors are obtained, such as small threshold voltage values (Vr, =
0.29V), but with an increase in leakage currents (lppr =7.12-107°4) and
subthreshold swing values that are far from ideal.



